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１．概要（Summary） 

化合物半導体レーザの作製のためにプラズマ CVD 装

置による誘電体形成（絶縁膜および反射抑制膜として利

用）を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
プラズマ CVD 装置 (F-IT-149) 
【実験方法】 

既に半導体メサや電極などのパターニングが施された

GaAs 基板に対し、プラズマパワー(LF) 50W, チャンバ

圧力 100Pa、SiH4 5 sccm, He 8sccm, N2 500sccm, 
H2 500sccm の条件で SiNx を製膜した。成膜時間を 2
分、3 分、4 分と変えて複数サンプルを作製し、光学顕微

鏡による外観観察およびエリプソメトリー法による屈折率

及び膜厚の測定を行った。また、そこから求めた成膜レー

トから、厚さ 120nm 程度となる時間で成膜制度を確認し

た。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 にプラズマ CVD 後の基板の外観写真を示す。

おおよそ、エリプソメトリーにて測定した膜厚からして相当

の発色の外観となっており、面内で顕著なムラなどは発生

しないことが確認できた。また、成膜時間と厚さの関係性

は Fig.2 のようになっており、成膜レートをこの結果を 1次

近似した式から 24.714[nm/min]と定めた場合、狙いに

対するずれが1.5%以内であることがわかった。また、屈折

率についても、標準的な Si3N4 の特性とほぼ同等なもの

が再現性良く得られていることがわかった。 
これらの結果から、本装置の利用により半導体レーザ

に必要とされる厚さ、屈折率および精度での成膜が実現

できることが確認できた。 
 

 

Fig１. The appearance of GaAs substrate after SiNx deposition. 

From left to right: 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. 

 
Fig2. The relationship between deposition time and thickness of 

SiNx. 
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